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スパッタリング法による ITO 薄膜の熱処理効果 
 









This paper examines thermal treatment effect of ITO(In2O3:Sn) that using as transparent electrode 
in a solar cell. This ITO was prepared by a sputtering method and subjected to heat treatment at 300 - 
500 °C. A peak of ITO(222) and (400) was observed from the result of X-ray diffraction of all samples. In 
a sample having a heat treatment temperature at 400 °C shown the largest ITO(400) peak value. Also, 
it was confirmed with the naked eye that Sn was precipitated in a sample having a heat treatment 
temperature at 500 °C. This result is thought to be due to heat treatment under ultrahigh vacuum. The 
size of the crystal grain was also evaluated. As a result of the evaluation, the crystal grain size 























































基板（MATSUNAMI Micro Cover Glass 18 x 18mm, 
Thickness No.4）へ ITO スパッタリングターゲット










表 1 に示す。 
表 1 熱処理条件 




2.3. X 線回折装置による結晶性の測定 
完成した試料について、X 線回折により評価する。
今回、我々は Rigaku Smart Lab (CuK1,  =1.540
Å)を用いて、アウトプレーン回折法にて=20～




400nm から 700nm の波長領域で測定を行った。 
 
3. 実験結果 
3.1. X 線回折の結果 




理温度が 300°C の試料からは 30.6°、35.0°付近に回
折線のピークが確認できた。それぞれ ITO(222)、
ITO(400)のピークである。熱処理温度 400°C の場合




ITO(222) や ITO(400)の他に ITO(211)などの ITOの
ピークや 
 
図 1 X 線回折の結果（熱処理温度 300°C） 
 













































図 4 に透過率の測定結果を示す。また、図 5(a)
～(c)に各処理温度で熱処理した試料の外観を示す。








の結果から Sn の析出ではないかと考えられる。 
 
図 4 可視光領域の透過率の結果 
 
図 5(a) 熱処理温度 300°C の試料外観 
 
図 5(b) 熱処理温度 400°C の試料外観 
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図 6 に熱処理温度 400°C の ITO(400)の回折線に対
して、ガウス関数をフィッティングさせた例を示す
（縦軸は log.である）。フィッティングには
ܽ ൌ 2100、ܾ ൌ 35.25、ܿ ൌ 0.45、݀ ൌ 400を用いた。
この時 FWHM は 1.060°であった。この値より、回







































図 6 熱処理温度 400°C の ITO(400)の FWHM 
 
表 2 結晶粒の大きさ 
処理温度[°C] FWHM[°] B[rad] θ[rad] D[Å]
300 0.706  0.012  0.310 131.2 
400 1.060  0.018  0.310 87.5 
500 0.518  0.009  0.310 179.0 
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